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1．はじめに 

窒化ガリウム(Gallium Nitride: GaN)を用いた

パワーデバイス実用化には、ゲート絶縁膜の高

信頼性化が必要である。しかしながら GaN を

用いた MOSFET におけるゲート絶縁膜は何れ

も堆積膜であり、界面準位密度の低減と動作信

頼性の担保が要求されている。本研究では、

GaN表面に O3酸化を行い、GaN表面への酸化

処理および熱処理が ALD-Al2O3/GaN 界面の電

気特性に与える影響に関して評価を行った。 

2．実験 

用いた試料は n型 GaN基板であり、GaN基

板上にMOVPE法を用いて n型GaNを 5µm成

長させた。C-V特性からエピ膜の実効ドナー濃

度は 2×1016cm-3であった。GaN エピ膜へ O2

雰囲気においてUV光照射を行った後、熱ALD

法を用いて Al2O3膜を 60nm堆積させた。オー

ミック電極には Al(100nm)を用い、ゲート電極

には Ni/Au(20/200 nm)を用いて GaN-MISキャ

パシタを作製した。試料作製後、N2 雰囲気、

400℃および 600℃において 60min 間の熱処理

を行い、試料の電気特性を評価した。 

3．結果および考察 

図 1 に酸化処理および熱処理を行った試料

の 1MHzにおけるC-V特性(ヒステリシス含む)

を示す。図 1において表面酸化処理のみを行っ

た試料はフラットバンド電圧が負方向に大き

くシフトしており、Al2O3/GaN界面に正の固定

電荷が発生していると考えられる。一方、400℃

で熱処理を行った試料に関しては⊿VFB が低

減され、そのヒステリシスは 5mV程度であっ

た。また、ALD-Al2O3を 600℃以上の高温で熱

処理を行うと、Al2O3の多結晶化が発生し、リ

ーク電流の増加と C-V 特性の悪化が懸念され

る[1]。しかしながら O3酸化を行った試料に関

しては熱処理温度を 600℃まで上昇させても、

C-V 特性の大きな変化は生じず、良好な C-V

特性が得られた。XPS による評価から、O3酸

化を行った試料において Ga2O3 におけるピー

ク強度が As-depo.試料と比較して大きくなっ

たことから、Al2O3/Ga2O3/ GaN界面が形成され、

界面における電気特性の向上と、熱処理温度耐

性の向上が達成されたと期待できる。 
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図 1：O3酸化処理後試料の C-V特性 
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